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В работе проводился анализ спектра генерационно-рекомбинационного 
шума в фото детекторах на основе полупроводников с мнотозарядиыми 
примесями и дефектами с использованием неравновесной стационарной 
статистики рекомбинации. Соотношение, описывающее спектральную 
зависимость генерационно-рекомбинационного шума в фоюдетек-торах. 
содержащих многозарядные примеси и дефекты имеет вид
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Ро “ равновесные концентрации равновесных электронов и ііырок; 

, ВпЬ -------, р,„ р,,- подвижности электронов и дырок соответственно;

Уп, , Урі ~ коэффициенты захвата для электронов и дырок на /-тое 
зарядовое состояние многозарядного центра;
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г* = --------- ------------------ , N -  концентрация многозарядной

примеси.
Полученное соотношение позволяет анализировать генерационно

рекомбинационный шум в фотодетекторах на основе полупроводников с 
различными мкогозарядными примесями и дефектами и находить условие 
снижения уровня шумов в фотодетекторах различного типа.
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